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摘要(译)

本发明涉及包含具有p-型半导体特性的用于注入或传输空穴的有机化合
物的电子器件。本发明还提供了电子器件，它包括从包含由化学式1表示
的六氮杂三亚苯基型有机化合物的空穴注入层、空穴传输层和空穴注入
和传输层中选择的至少一层或多层，其中该器件能够使用低驱动电压，
并能够改进发光寿命。
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